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ＥＣＲプラズマセルを用いた分子線エピタキシャル成長（ＭＢＥ）法により

作製した GaNAs 膜の X線回折プロファイル．マイクロ波供給電力：５W，
窒素流量：０．２ｓｃｃｍ．
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ＥＣＲプラズマセルを用いた分子線エピタキシャル成長（ＭＢＥ）法により

作製した h-GaNおよび c-GaN薄膜の室温での PLスペクトル．マイクロ波供
 
 
給電力：６０W，窒素流量：１．０ｓｃｃｍ．
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Ｅ Ｃ Ｒ プ ラ ズ マ セ ル を 用 い た 分 子 線 エ

作 製 し た G a I n N A s お よ
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) A r s e n i c  (二 次 イ オ ン 強 度 )   →

I n d i u m  (二 次 イ オ ン 強 度 )   →

G a l l i u m  (二 次 イ オ ン 強 度 )   →

ピ タ キ シ ャ ル 成 長 （ Ｍ Ｂ Ｅ ） 法 に よ り

び G a N A s 膜 の N 濃 度 深 さ プ ロ フ ァ イ ル ．   
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